
Passive Q-Switches
Co2+: ZnS, Cr2+:ZnS and Cr2+:ZnSe Passive Q-Switches
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Ground-state Absorption Cross-sections of the 
Co2+:ZnS, Cr2+:ZnS and Cr2+:ZnSe Crystals
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Samples of Cr2+: ZnS, Cr2+:ZnSe and 
Co2+:ZnS Saturable Absorbers

Co2+:ZnS,�Cr2+:ZnS和Cr2+:ZnSe可饱和吸收体是针对运行在1.5-2.1μm光谱范围的人眼安全的光纤和固
态激光器的被动Q开关理想材料。
��
这些激光器可用于各种不同的应用，例如自由空间的通讯系统，目标指示，飞行时间测距，外科手术，激光
雷达等。

我们提供各种不同的扩散掺杂的Co2+:ZnS,�Co2+:ZnSe，Cr2+:ZnS和Cr2+:ZnSe多晶体，其适用于运行在
1.5-2.1μm光谱范围激光器的Q开关。



Mid-IR SERIES
PASSIVE Q-SWITCHES

Protected by US patents 5,541,948; 6,960,486; 7,548,571 and applicable licenses
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Co2+: ZnS, Cr2+:ZnS and Cr2+:ZnSe Passive Q-Switches
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晶体学特性
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